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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【発行日】平成27年8月6日(2015.8.6)
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   Ｈ０１Ｌ   21/30     ５６６　
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   Ｈ０１Ｌ   21/30     ５６７　
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   Ｈ０５Ｂ    3/10     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成27年6月23日(2015.6.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
段差を有するパターンが形成された基板に塗布膜を形成する方法であって、
塗布液が塗布された基板を、当該塗布液の溶剤の揮発温度以上で且つガラス転移点より低
い温度である第１の温度で加熱する第１の加熱工程と、
前記塗布液のガラス転移点以上で且つ前記塗布液の架橋開始温度より低い第２の温度で前
記基板を加熱する第２の加熱工程と、
前記塗布液の架橋開始温度以上で且つ前記塗布膜の材料分解温度よりも低い第３の温度で
前記基板を加熱して塗布膜を形成する第３の加熱工程と、を有し、
前記基板の加熱は、前記基板に光を照射して行うことを特徴とする、塗布膜の形成方法。
【請求項２】
前記第１の加熱工程及び前記第２の加熱工程は、前記第３の加熱工程よりも低酸素濃度雰
囲気下で行うことを特徴とする、請求項１に記載の塗布膜の形成方法。
【請求項３】
前記第３の加熱工程は酸素濃度２０％以上で５０％以下の雰囲気下で行うことを特徴とす
る、請求項２に記載の塗布膜の形成方法。
【請求項４】
前記第１の加熱工程及び前記第２の加熱工程は酸素濃度５％以下の雰囲気下で行うことを
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特徴とする、請求項２または３のいずれかに記載の塗布膜の形成方法。
【請求項５】
前記基板の加熱は、所定流量で排気される処理容器内で行い、前記第３の加熱工程におけ
る排気流量は、前記第１の加熱工程及び前記第２の加熱工程における排気流量よりも大き
いことを特徴とする、請求項１～４のいずれかに記載の塗布膜の形成方法。
【請求項６】
前記第１の加熱工程における排気流量は、前記第２の加熱工程における排気流量よりも小
さいことを特徴とする、請求項５に記載の塗布膜の形成方法。
【請求項７】
前記基板への光の照射は、ＬＥＤまたはランプヒータにより行われることを特徴とする、
請求項１～６のいずれかに記載の塗布膜の形成方法。
【請求項８】
前記塗布膜は、ＳＯＣ膜であることを特徴とする、請求項１～７のいずれかに記載の塗布
膜の形成方法。
【請求項９】
請求項１～８のいずれかに記載の塗布膜の形成方法を基板処理装置によって実行させるよ
うに、当該基板処理装置を制御する制御部のコンピュータ上で動作するプログラム。
【請求項１０】
請求項５に記載のプログラムを格納した読み取り可能なコンピュータ記憶媒体。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　前記基板の加熱は、所定流量で排気される処理容器内で行い、前記第３の加熱工程にお
ける排気流量は、前記第１の加熱工程及び前記第２の加熱工程における排気流量よりも大
きくてもよい。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　別な観点による本発明によれば、前記塗布膜の形成方法を基板処理装置によって実行さ
せるように、当該基板処理装置を制御する制御部のコンピュータ上で動作するプログラム
が提供される。
 
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　基板処理装置１は、ウェハＷを載置して冷却する冷却板１０とウェハＷを加熱する熱源
１１が設けられた処理容器１２を有している。処理容器１２は、略円筒形状の側壁１２ａ
、側壁１２ａの上端を塞ぐ天板１２ｂ、及び側壁１２ａの下端を塞ぐ底板１２ｃを有して
いる。側壁１２ａと天板１２ｂとの間、及び側壁１２ａと底板１２ｃとの間には、それぞ
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れ図示しないシール部材が設けられ、処理容器１２は気密に形成されている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　処理容器１２には、当該処理容器１２内に、ガス供給機構５１から所定の処理ガスを導
入する処理ガス供給管５２と、排気機構５３に接続された排気管５４がそれぞれ天板１２
ｂを貫通して設けられている。
 
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　以上の基板処理装置１には、図１に示すように制御部１５０が設けられている。制御部
１５０は、例えばコンピュータであり、プログラム格納部（図示せず）を有している。プ
ログラム格納部には、基板処理装置１におけるウェハＷの処理を制御するプログラムが格
納されている。また、プログラム格納部には、上述の電源４０や昇降機構２１の動作を制
御して、基板処理装置１におけるウェハＷの加熱処理を実現させるためのプログラムも格
納されている。なお、前記プログラムは、例えばコンピュータ読み取り可能なハードディ
スク（ＨＤ）、フレキシブルディスク（ＦＤ）、コンパクトディスク（ＣＤ）、マグネッ
トオプティカルデスク（ＭＯ）、メモリーカードなどのコンピュータに読み取り可能な記
憶媒体に記録されていたものであって、その記憶媒体から制御部１５０にインストールさ
れたものであってもよい。
 
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　次に、以上のように構成された基板処理装置１を用いて行われるウェハ処理、具体的に
は塗布液が塗布されたウェハＷを加熱処理して塗布膜を形成する方法について、図４を用
いて説明する。図４は、基板処理装置１における加熱処理条件を示すタイムチャートであ
る。図４の横軸は時間、縦軸は上から順に、電源４０の出力、ウェハＷの温度、処理容器
１２内の排気流量及び処理容器１２内の酸素濃度を表している。
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